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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素をマトリックス状に配置した画素部と、前記画素部を駆動する駆動回路とを有する
ディスプレイ装置において、
　前記画素が、
　信号レベル保持用コンデンサと、
　書き込み信号によりオンオフ動作して、前記信号レベル保持用コンデンサの一端を、信
号線に接続する第１のトランジスタと、
　前記信号レベル保持用コンデンサの一端をゲートに接続し、前記信号レベル保持用コン
デンサの他端をソースに接続する第２のトランジスタと、
　カソードがカソード電位に保持され、アノードを前記第２のトランジスタのソースに接
続する電流駆動型の自発光素子と、
　駆動パルス信号によりオンオフ動作して、前記第２のトランジスタのドレインを電源電
圧に接続する第３のトランジスタと、
　制御信号によりオンオフ動作して、前記信号レベル保持用コンデンサの一端を第１の固
定電位に設定する第４のトランジスタとを有し、
　前記駆動回路は、
　前記書き込み信号、前記駆動パルス信号、前記制御信号を出力し、
　第２の固定電位の期間を間に挟んで、前記信号線に接続された各画素の階調に対応する
信号レベルに前記信号線の信号レベルを順次設定し、
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　第１～第５の期間の設定を順次循環的に繰り返して、前記画素部を駆動し、
　前記第１の期間において、
　前記書き込み信号、前記駆動パルス信号、前記制御信号により、前記第１及び第４のト
ランジスタをオフ状態に設定すると共に前記第３のトランジスタをオン状態に設定し、前
記信号レベル保持用コンデンサの両端電位差によるゲートソース間電圧に応じた電流値に
より前記第２のトランジスタで前記自発光素子を駆動して前記自発光素子を発光させ、
　前記第２の期間において、
　前記駆動パルス信号により、前記第３のトランジスタをオフ状態に設定して前記自発光
素子の発光を停止させ、
　前記第３の期間において、
　前記制御信号により前記第４のトランジスタをオン状態に設定して、前記信号レベル保
持用コンデンサの一端を前記第１の固定電位に設定した後、前記制御信号により前記第４
のトランジスタをオフ状態に設定すると共に、前記信号線が前記第２の固定電位に設定さ
れている期間で、前記書き込み信号により前記第１のトランジスタをオン状態に設定する
ことにより、前記信号レベル保持用コンデンサの一端及び他端をそれぞれ前記第２の固定
電位及び所定の電位に設定し、
　前記第４の期間において、
　前記信号線で前記第２の固定電位が複数回繰り返される期間の間、前記書き込み信号及
び制御信号により前記第１及び前記第４のトランジスタをオン状態及びオフ状態に設定し
た状態で、前記信号線の信号レベルが前記第２の固定電位に設定される期間で、前記駆動
パルス信号により前記第３のトランジスタをオン状態に設定して前記信号レベル保持用コ
ンデンサの両端電位差を、前記第２のトランジスタのしきい値電圧とほぼ等しい電圧に設
定し、
　前記第５の期間において、
　前記書き込み信号により前記第１のトランジスタをオン状態からオフ状態に設定して、
前記信号レベル保持用コンデンサの一端に前記信号線の信号レベルを設定する
　ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記第１の固定電位が、
　前記電源電圧である
　請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記駆動回路は、
　前記第５の期間において、前記駆動パルス信号により前記第３のトランジスタをオン状
態に設定した後、一定期間経過して、前記書き込み信号により前記第１のトランジスタを
オフ状態に設定する
　請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記駆動回路は、
　複数ラインだけ先行する画素に出力する前記書き込み信号を、前記制御信号として出力
する
　請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記画素、前記駆動回路のトランジスタの全てが、
　Ｎチャンネル型のトランジスタであり、
　前記画素、前記駆動回路が、
　アモルファスシリコンプロセスにより絶縁基板上に形成された
　請求項１に記載のディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ディスプレイ装置に関し、例えば有機ＥＬ（Electro Luminescence）素子等
の電流駆動による自発光型のディスプレイ装置に適用することができる。本発明は、発光
素子を駆動するトランジスタのゲート電圧及びソース電位をそれぞれ所定の固定電位に設
定して、このトランジスタのしきい値電圧のばらつきにより発光輝度のばらつきを補正す
るようにして、このソース側の固定電位を信号線ＳＩＧ側から設定することにより、従来
に比して走査線、固定電位の配線パターン数を少なくすることができるようにする。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有機ＥＬ素子を用いたディスプレイ装置に関して、例えばＵＳＰ５，６８４，３
６５、特開平８－２３４６８３号公報等に種々の工夫が提案されている。
【０００３】
　ここで図１４は、従来の有機ＥＬ素子を用いたいわゆるアクティブマトリックス型のデ
ィスプレイ装置を示すブロック図である。ディスプレイ装置１において、画素部２は、マ
トリックス状に画素（ＰＸ）３が配置されて形成される。また画素部２は、このマトリッ
クス状に配置した画素３に対して、走査線ＳＣＮがライン単位で水平方向に設けられ、ま
た走査線ＳＣＮと直交するように信号線ＳＩＧが列毎に設けられる。
【０００４】
　ここで図１５に示すように、各画素３は、電流駆動による自発光型の発光素子である有
機ＥＬ素子８と、この有機ＥＬ素子８を駆動する各画素３の駆動回路（以下、画素回路と
呼ぶ）とで形成される。
【０００５】
　画素回路は、信号レベル保持用コンデンサＣ１の一端が一定電位に保持され、書き込み
信号ＷＳによりオンオフ動作するトランジスタＴＲ１を介して、この信号レベル保持用コ
ンデンサＣ１の他端が信号線ＳＩＧに接続される。これにより画素回路は、書き込み信号
ＷＳの立ち上がりによってトランジスタＴＲ１がオン動作し、信号レベル保持用コンデン
サＣ１の他端電位が信号線ＳＩＧの信号レベルに設定され、トランジスタＴＲ１がオン状
態からオフ状態に切り換わるタイミングで、信号線ＳＩＧの信号レベルが信号レベル保持
用コンデンサＣ１の他端にサンプルホールドされる。
【０００６】
　画素回路は、ソースを電源Ｖｃｃに接続したＰチャンネルトランジスタＴＲ２のゲート
に、この信号レベル保持用コンデンサＣ１の他端が接続され、このトランジスタＴＲ２の
ドレインが有機ＥＬ素子８のアノードに接続される。ここで画素回路は、このトランジス
タＴＲ２が常に飽和領域で動作するように設定され、その結果、トランジスタＴＲ２は、
次式で表されるドレインソース電流Ｉｄｓによる定電流回路を構成する。なおここでＶｇ
ｓは、トランジスタＴＲ２のゲートソース間電圧であり、μは移動度である。またＷはチ
ャンネル幅、Ｌはチャンネル長、Ｃｏｘはゲート容量、ＶｔｈはトランジスタＴＲ２のし
きい値電圧である。これにより各画素回路は、信号レベル保持用コンデンサＣ１にサンプ
ルホールドされた信号線ＳＩＧの信号レベルに応じた駆動電流Ｉｄｓにより有機ＥＬ素子
８を駆動する。
【０００７】
【数１】

【０００８】
　ディスプレイ装置１は、垂直駆動回路４のライトスキャン回路（ＷＳＣＮ）４Ａにより
、所定のサンプリングパルスを順次転送して、各画素３への書き込みを指示するタイミン
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グ信号である書き込み信号ＷＳを生成する。また水平駆動回路５の水平セレクタ（ＨＳＥ
Ｌ）５Ａにより、所定のサンプリングパルスを順次転送してタイミング信号を生成し、こ
のタイミング信号を基準にして各信号線ＳＩＧを入力信号Ｓ１の信号レベルに設定する。
これによりディスプレイ装置１は、点順次又は線順次で、各画素３に設けられた信号レベ
ル保持用コンデンサＣ１の端子電圧を入力信号Ｓ１に応じて設定し、入力信号Ｓ１による
画像を表示する。
【０００９】
　ここで有機ＥＬ素子８は、図１６に示すように、使用により電流が流れ難くなる方向に
電流電圧特性が経時変化する。なおこの図１６において、符号Ｌ１が初期の特性を示し、
符号Ｌ２が経時変化による特性を示すものである。しかしながら図１５に示す回路構成に
よりＰチャンネルトランジスタＴＲ２で有機ＥＬ素子８を駆動する場合には、信号線ＳＩ
Ｇの信号レベルに応じて設定されたゲートソース間電圧ＶｇｓによりトランジスタＴＲ２
が有機ＥＬ素子８を駆動することにより、電流電圧特性の経時変化による各画素の輝度変
化を防止することができる。
【００１０】
　ところで画素回路、水平駆動回路、垂直駆動回路を構成するトランジスタの全てをＮチ
ャンネルトランジスタで構成すれば、アモルファスシリコンプロセスでこれらの回路をま
とめてガラス基板等の絶縁基板上に作成することができ、ディスプレイ装置を簡易に作成
することができる。
【００１１】
　しかしながら図１５との対比により図１７に示すように、トランジスタＴＲ２にＮチャ
ンネル型を適用して各画素１３を形成し、この画素１３による画素部１２でディスプレイ
装置１１を構成した場合、トランジスタＴＲ２のソースが有機ＥＬ素子８に接続されるこ
とにより、図１６に示す電流電圧特性の変化によって、トランジスタＴＲ２のゲートソー
ス間電圧Ｖｇｓが変化することになる。これによりこの場合、使用により有機ＥＬ素子８
に流れる電流が徐々に減少し、各画素の輝度が徐々に低下することになる。またこの図１
７に示す構成では、トランジスタＴＲ２の特性のばらつきにより画素毎に発光輝度がばら
つくことになる。なおこの発光輝度のばらつきは、表示画面における均一性を乱し、表示
画面のムラ、ざらつきにより知覚される。
【００１２】
　このためこのような有機ＥＬ素子の経時変化による発光輝度の低下、特性のばらつきに
よる発光輝度のばらつきを防止する工夫として図１８に示す構成が提案されている。
【００１３】
　ここでこの図１８に示すディスプレイ装置２１において、画素部２２は、画素２３をマ
トリックス状に配置して形成される。ここで画素２３は、信号レベル保持用コンデンサＣ
１の一端が有機ＥＬ素子８のアノードに接続され、書き込み信号ＷＳに応じてオンオフ動
作するトランジスタＴＲ１を介して、この信号レベル保持用コンデンサＣ１の他端が信号
線ＳＩＧに接続される。これにより画素２３は、書き込み信号ＷＳに応じて信号レベル保
持用コンデンサＣ１の他端の電圧が、信号線ＳＩＧの信号レベルに設定される。
【００１４】
　画素２３は、この信号レベル保持用コンデンサＣ１の両端がトランジスタＴＲ２のソー
ス及びゲートに接続され、駆動パルス信号ＤＳによりオンオフ動作するトランジスタＴＲ
３を介して、このトランジスタＴＲ２のドレインが電源Ｖｃｃに接続される。これにより
画素２３は、ゲート電位が信号線ＳＩＧの信号レベルに設定されたソースフォロワ回路構
成のトランジスタＴＲ２により有機ＥＬ素子８を駆動する。なおここでＶｃａｔは、有機
ＥＬ素子８のカソード電位である。また駆動パルス信号ＤＳは、各画素２３の発光期間を
制御するタイミング信号であり、ドライブスキャン回路（ＤＳＣＮ）２４Ｂで所定のサン
プリングパルスを順次転送して生成される。
【００１５】
　また画素２３は、それぞれ制御信号ＡＺ１、ＡＺ２によりオンオフ動作するトランジス
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タＴＲ４、ＴＲ５を介して、信号レベル保持用コンデンサＣ１の両端が所定の固定電位Ｖ
ｏｆｓ、Ｖｓｓに接続される。ここでこれら制御信号ＡＺ１、ＡＺ２は、それぞれ垂直駆
動回路２４に設けられた制御信号生成回路（ＡＺ１、ＡＺ２）２４Ｃ、２４Ｄで所定のサ
ンプリングパルスを順次転送して生成されるタイミング信号である。
【００１６】
　ここで図１９は、このディスプレイ装置２１における１つの画素２３のタイミングチャ
ートである。なおこの図１９では、対応する信号によりオンオフ動作するトランジスタの
符号を各信号に併記して示す。図２０に示すように、有機ＥＬ素子８を発光させる発光期
間Ｔ１において、画素２３は、書き込み信号ＷＳ、制御信号ＡＺ１、ＡＺ２（図１９（Ａ
）～（Ｃ））の信号レベルが立ち下げられてトランジスタＴＲ１、ＴＲ４、ＴＲ５がオフ
状態に設定されると共に、駆動パルス信号ＤＳ（図１９（Ｄ））信号レベルが立ち上げら
れてトランジスタＴＲ３がオン状態に設定される。
【００１７】
　これにより画素２３は、信号レベル保持用コンデンサＣ１の両端電位差によるゲートソ
ース間電圧Ｖｇｓに応じた定電流回路をトランジスタＴＲ２、信号レベル保持用コンデン
サＣ１で構成し、このゲートソース間電圧Ｖｇｓで決まるドレインソース電流Ｉｄｓで有
機ＥＬ素子８を発光させ、有機ＥＬ素子８の経時変化による輝度低下が防止される。なお
ここでこのドレインソース電流Ｉｄｓは、図１５について説明した（１）式で表される。
また以下においては、適宜、トランジスタをスイッチの符号で示す。
【００１８】
　画素２３は、発光期間Ｔ１が終了すると、続く期間Ｔ２において、図２１に示すように
、トランジスタＴＲ４、ＴＲ５がオン状態に設定される。これにより画素回路２３では、
信号レベル保持用コンデンサＣ１の両端電位が所定の固定電位Ｖｏｆｓ、Ｖｓｓに設定さ
れ（図１９（Ｅ）及び（Ｆ））、これら固定電位Ｖｏｆｓ、Ｖｓｓの電位差Ｖｏｆｓ－Ｖ
ｓｓによるゲートソース間電圧Ｖｇｓに応じたドレインソース電流Ｉｄｓが、トランジス
タＴＲ２からトランジスタＴＲ５に流れる。なおこの期間Ｔ２の間、有機ＥＬ素子８の両
端電位差が有機ＥＬ素子８のしきい値電圧Ｖｔｈｅｌより小さくなって有機ＥＬ素子８が
発光しないように、またトランジスタＴＲ２が飽和領域で動作するように、固定電位Ｖｏ
ｆｓ、Ｖｓｓが設定される。
【００１９】
　続いて画素２３は、所定期間Ｔ３の間、図２２に示すように、トランジスタＴＲ５がオ
フ状態に設定される。これにより画素２３は、図２２において破線で示すように、トラン
ジスタＴＲ２のドレインソース電流Ｉｄｓで信号レベル保持用コンデンサＣ１のトランジ
スタＴＲ５側端電圧が上昇する。
【００２０】
　ここで図２３に示すように、有機ＥＬ素子８は、ダイオードと容量Ｃｅｌのコンデンサ
との並列回路で等価回路が表される。これによりトランジスタＴＲ２のドレインソース電
流Ｉｄｓにより、トランジスタＴＲ２のソース電圧Ｖｓは、この期間Ｔ３において、図２
４に示すように徐々に上昇してゆく。これにより画素２３は、信号レベル保持用コンデン
サＣ１の両端電位差が、トランジスタＴＲ２のしきい値電圧Ｖｔｈに設定され、信号レベ
ル保持用コンデンサＣ１のトランジスタＴＲ５側の端子電圧が、固定電位Ｖｏｆｓからト
ランジスタＴＲ２のしきい値電圧Ｖｔｈを減算した電圧Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈに設定される。
なおここでこの状態で、有機ＥＬ素子８のアノード電位Ｖｅｌは、Ｖｅｌ＝Ｖｏｆｓ－Ｖ
ｔｈで表され、ディスプレイ装置２１では、Ｖｅｌ≦Ｖｃａｔ＋Ｖｔｈｅｌとなるように
固定電位Ｖｏｆｓが設定されて、この期間Ｔ３で有機ＥＬ素子８が発光しないように設定
される。
【００２１】
　続いて画素２３は、続く期間Ｔ４で、図２５に示すように、トランジスタＴＲ３、ＴＲ
４が順次オフ状態に設定される。なおトランジスタＴＲ４より先にトランジスタＴＲ３を
オフ状態に設定することで、トランジスタＴＲ２のゲート電圧Ｖｇの変動を抑圧すること
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ができる。また画素２３は、続いてトランジスタＴＲ１がオン状態に設定され、これによ
り信号レベル保持用コンデンサＣ１のトランジスタＴＲ５側の端子電圧を電圧Ｖｏｆｓ－
Ｖｔｈに設定した状態で、信号レベル保持用コンデンサＣ１のトランジスタＴＲ４側端の
電圧を信号線ＳＩＧの信号レベルＶｓｉｇに設定する。
【００２２】
　なおここでこの場合、トランジスタＴＲ２のゲートソース間電圧Ｖｇｓは、正確には、
次式で表される。ここでＣ２は、トランジスタＴＲ２のゲートソース間容量である。しか
しながら有機ＥＬ素子８の寄生容量Ｃｅｌは、信号レベル保持用コンデンサＣ１の容量、
トランジスタＴＲ２のゲートソース間容量Ｃ２に比して大きく、これによりトランジスタ
ＴＲ２のゲートソース間電圧Ｖｇｓは、実用上十分な精度で、電圧Ｖｓｉｇ＋Ｖｔｈに設
定される。
【００２３】
【数２】

【００２４】
　これにより画素２３では、トランジスタＴＲ２のゲートソース間電圧Ｖｇｓが、信号線
ＳＩＧの信号レベルＶｓｉｇにしきい値電圧Ｖｔｈを加算した電圧Ｖｓｉｇ＋Ｖｔｈに設
定される。これによりディスプレイ装置２１では、トランジスタＴＲ２の特性の１つであ
るしきい値電圧Ｖｔｈのばらつきによる発光輝度のばらつきを防止することができる。
【００２５】
　画素２３は、続いて一定期間Ｔ５の間、図２６に示すように、トランジスタＴＲ１をオ
ン状態に設定したままの状態で、トランジスタＴＲ３がオン状態に設定される。これによ
り画素２３は、信号レベル保持用コンデンサＣ１の両端電圧差によるゲートソース電圧Ｖ
ｇｓによりトランジスタＴＲ２がドレインソース電流Ｉｄｓを流出させる。このときトラ
ンジスタＴＲ２のソース電圧Ｖｓが、有機ＥＬ素子８のしきい値電圧Ｖｔｈｅｌとカソー
ド電圧Ｖｃａｔとの和電圧より小さく、有機ＥＬ素子８に流出する電流が小さい場合、図
２７に示すように、トランジスタＴＲ２のドレインソース電流Ｉｄｓによりトランジスタ
ＴＲ２のソース電圧Ｖｓが電圧Ｖｓ０から徐々に上昇することになる。なおここで電圧Ｖ
ｓ０は次式により表される。
【００２６】
【数３】

【００２７】
　ここでこのソース電圧Ｖｓの上昇速度は、トランジスタＴＲ２の移動度μに依存したも
のとなり、符号Ｖｓ１及びＶｓ２によりそれぞれ移動度が大きい場合と小さい場合とを示
すように、移動度が大きい場合程、ソース電圧Ｖｓの上昇速度は速くなる。
【００２８】
　これにより画素２３は、一定の期間Ｔ５の間だけ、トランジスタＴＲ１をオン状態に設
定したままの状態で、トランジスタＴＲ３をオン状態に設定して、トランジスタＴＲ２の
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特性の１つである移動度のばらつきによる発光輝度のばらつきが防止される。
【００２９】
　その後、画素２３は、図２０に示すように、トランジスタＴＲ１がオフ状態に設定され
、しきい値電圧Ｖｔｈ、移動度μを補正して設定されたゲートソース間電圧Ｖｇｓにより
有機ＥＬ素子８を駆動する。なおこれによりトランジスタＴＲ２のソース電圧Ｖｓは、ト
ランジスタＴＲ１のオフにより、有機ＥＬ素子８にトランジスタＴＲ２のドレインソース
電流Ｉｄｓが流れる電圧まで上昇して、有機ＥＬ素子８が発光を開始することになり、こ
れに伴ってトランジスタＴＲ２のゲート電圧Ｖｇも上昇することになる。
【００３０】
　この図１８に示す構成によれば、有機ＥＬ素子８の経時変化により発光輝度の低下を防
止することができ、またトランジスタＴＲ２の特性のばらつきにより発光輝度のばらつき
を防止することができる。
【００３１】
　しかしながらこの図１８に示す構成の場合、１つの画素２３に対して、１本の信号線Ｓ
ＩＧ、制御信号ＡＺ２、ＡＺ１、駆動パルス信号ＤＳ、書き込み信号ＷＳによる４本の走
査線、固定電位Ｖｃｃ、Ｖｏｆｓ、Ｖｓｓ、Ｖｃａｔの４本の配線パターンを設ける必要
がある。ここで固定電位Ｖｃａｔの配線パターンは、パネル全面に金属膜を蒸着して形成
される。従って赤色、青色、緑色の画素で走査線を共通化しても、赤色、青色、緑色の１
組の画素に対して、４本の走査線の配線パターンと３×３本の固定電位用の配線パターン
とが必要になる。
【００３２】
　これによりＮチャンネルトランジスタを用いた従来のディスプレイ装置では、走査線、
固定電位用の配線パターン数が多くなる問題があった。なおこのように配線パターン数が
多くなると、画素を高密度に効率良く配置することが困難になり、高精細のディスプレイ
装置を、高い歩留まりで作成することが困難になる。
【特許文献１】ＵＳＰ５，６８４，３６５
【特許文献２】特開平８－２３４６８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３３】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、従来に比して走査線、固定電位の配線パ
ターン数を少なくすることができるディスプレイ装置を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　上記の課題を解決するため請求項１の発明は、画素をマトリックス状に配置した画素部
と、前記画素部を駆動する駆動回路とを有するディスプレイ装置に適用して、前記画素が
、信号レベル保持用コンデンサと、書き込み信号によりオンオフ動作して、前記信号レベ
ル保持用コンデンサの一端を、信号線に接続する第１のトランジスタと、前記信号レベル
保持用コンデンサの前記第１のトランジスタ側端をゲートに接続し、前記信号レベル保持
用コンデンサの他端をソースに接続する第２のトランジスタと、カソードがカソード電位
に保持され、アノードを前記第２のトランジスタのソースに接続する電流駆動型の自発光
素子と、駆動パルス信号によりオンオフ動作して、前記第２のトランジスタのドレインを
電源電圧に接続する第３のトランジスタと、制御信号によりオンオフ動作して、前記信号
レベル保持用コンデンサの一端を第１の固定電位に設定する第４のトランジスタとを有し
、前記駆動回路は、前記書き込み信号、前記駆動パルス信号、前記制御信号を出力し、第
２の固定電位の期間を間に挟んで、前記信号線に接続された各画素の階調に対応する信号
レベルに前記信号線の信号レベルを順次設定し、第１～第５の期間の設定を順次循環的に
繰り返して、前記画素部を駆動し、前記第１の期間において、前記書き込み信号、前記駆
動パルス信号、前記制御信号により、前記第１及び第４のトランジスタをオフ状態に設定
すると共に前記第３のトランジスタをオン状態に設定し、前記信号レベル保持用コンデン
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サの両端電位差によるゲートソース間電圧に応じた電流値により前記第２のトランジスタ
で前記自発光素子を駆動して前記自発光素子を発光させ、前記第２の期間において、前記
駆動パルス信号により、前記第３のトランジスタをオフ状態に設定して前記自発光素子の
発光を停止させ、前記第３の期間において、前記制御信号により前記第４のトランジスタ
をオン状態に設定して、前記信号レベル保持用コンデンサの一端を前記第１の固定電位に
設定した後、前記制御信号により前記第４のトランジスタをオフ状態に設定すると共に、
前記信号線が前記第２の固定電位に設定されている期間で、前記書き込み信号により前記
第１のトランジスタをオン状態に設定することにより、前記信号レベル保持用コンデンサ
の一端及び他端をそれぞれ前記第２の固定電位及び所定の電位に設定し、前記第４の期間
において、前記信号線で前記第２の固定電位が複数回繰り返される期間の間、前記書き込
み信号及び制御信号により前記第１及び前記第４のトランジスタをオン状態及びオフ状態
に設定した状態で、前記信号線の信号レベルが前記第２の固定電位に設定される期間で、
前記駆動パルス信号により前記第３のトランジスタをオン状態に設定して前記信号レベル
保持用コンデンサの両端電位差を、前記第２のトランジスタのしきい値電圧とほぼ等しい
電圧に設定し、前記第５の期間において、前記書き込み信号により前記第１のトランジス
タをオン状態からオフ状態に設定して、前記信号レベル保持用コンデンサの一端に前記信
号線の信号レベルを設定する。
【００３５】
  請求項１の構成によれば、自発光素子を駆動する第２のトランジスタのゲート電圧は、
第１の固定電位に設定された後、第２の固定電位に設定される。これに対応して第２のト
ランジスタのソース電圧は、自発光素子の特性で決まる電位に設定され、ゲート電圧の変
化に連動していわゆるカップリングにより変化して所定の電位に設定される。これにより
事前に、信号レベル保持用コンデンサの両端電位差を、第２のトランジスタのしきい値電
圧以上に設定した後、ソース電圧を立ち上げて信号レベル保持用コンデンサの両端電位差
を第２のトランジスタのしきい値電圧とほぼ等しい電圧に設定することができる。これに
より第２のトランジスタのゲート電圧及びソース電位をそれぞれ所定の固定電位に設定し
て、この第２のトランジスタのしきい値電圧のばらつきにより発光輝度のばらつきを補正
するようにして、このソース側の固定電位を信号線側から設定することができ、ソース側
を所定電位に設定する固定電源用の配線パターン、この固定電位の第２のトランジスタへ
の設定を制御する制御信号の走査線を省略することができ、これにより従来に比して走査
線、固定電位の配線パターン数を少なくすることができる。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、従来に比して走査線、固定電位の配線パターン数を少なくすることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施例を詳述する。
【実施例１】
【００３８】
　図１は、図１８との対比により本発明の実施例１のディスプレイ装置を示すブロック図
である。このディスプレイ装置３１において、図１４、図１８等を用いて上述したディス
プレイ装置１、１１、２１と同一の構成は対応する符号を付して示し、重複した説明は省
略する。このディスプレイ装置３１は、全てのトランジスタがＮチャンネル型で形成され
、アモルファスシリコンプロセスにより、透明絶縁基板であるガラス基板上に、画素部３
２、水平駆動回路３５、垂直駆動回路３４が一体に形成される。
【００３９】
　ここで水平駆動回路３５は、水平セレクタ（ＨＳＥＬ）３５Ａにより、所定のサンプリ
ングパルスをクロックで順次転送してタイミング信号を生成し、このタイミング信号を基
準にして各信号線ＳＩＧを入力信号Ｓ１の信号レベルに設定する。このとき図２に示すよ
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うに、１水平走査期間（１Ｈ）のほぼ前半の期間の間、信号線ＳＩＧの信号レベルを図１
８について上述した画素２３における所定の固定電位Ｖｏｆｓに設定し、続く１水平走査
期間のほぼ後半の期間の間、信号線ＳＩＧの信号レベルを、各信号線ＳＩＧに接続された
画素３３の階調に対応する信号レベルＶｓｉｇに順次設定する（図２（Ａ））。なおこの
図２においては、対応する信号によりオンオフ動作するトランジスタの符号を各信号に併
記して示す。
【００４０】
　またこの水平駆動回路３５の構成に対応して垂直駆動回路３４は、制御信号ＡＺ２を出
力する制御信号生成回路（ＡＺ２）が省略されて、ライトスキャン回路（ＷＳＣＮ）３４
Ａ、ドライブスキャン回路（ＤＳＣＮ）３４Ｂ、制御信号生成回路３４Ｃによりそれぞれ
書き込み信号ＷＳ、駆動パルス信号ＤＳ、制御信号ＡＺ１を生成する。
【００４１】
　画素部３２は、画素３３をマトリックス状に配置して形成される。画素３３は、信号レ
ベル保持用コンデンサＣ１の一端が有機ＥＬ素子８のアノードに接続され、書き込み信号
ＷＳに応じてオンオフ動作するトランジスタＴＲ１を介して、この信号レベル保持用コン
デンサＣ１の他端が信号線ＳＩＧに接続される。これにより画素３３は、書き込み信号Ｗ
Ｓに応じて信号レベル保持用コンデンサＣ１の他端の電圧が、信号線ＳＩＧの信号レベル
に設定される。
【００４２】
　画素３３は、この信号レベル保持用コンデンサＣ１の両端がトランジスタＴＲ２のソー
ス及びゲートに接続され、駆動パルス信号ＤＳによりオンオフ動作するトランジスタＴＲ
３を介して、このトランジスタＴＲ２のドレインが電源Ｖｃｃに接続される。これにより
画素３３は、ゲート電位が信号線ＳＩＧの信号レベルに設定されたソースフォロワ回路構
成のトランジスタＴＲ２により有機ＥＬ素子８を駆動する。
【００４３】
　また画素３３は、制御信号ＡＺ１によりオンオフ動作するトランジスタＴＲ４を介して
、トランジスタＴＲ２のベースが固定電位Ｖｄｄに接続される。ここでこの固定電位Ｖｄ
ｄは、画素３３において十分に高い電圧に設定され、この実施例ではトランジスタＴＲ４
のドレインが固定電位Ｖｄｄに接続されて、この固定電位Ｖｄｄは電源Ｖｃｃの電位に設
定される。
【００４４】
　画素３３は、図３に示すように、有機ＥＬ素子８を発光させる発光期間Ｔ１１において
、書き込み信号ＷＳ、制御信号ＡＺ１（図２（Ｂ）及び（Ｃ））の信号レベルが立ち下げ
られてトランジスタＴＲ１、ＴＲ４がオフ状態に設定される。また駆動パルス信号ＤＳ（
図２（Ｄ））の信号レベルが立ち上げられてトランジスタＴＲ３がオン状態に設定される
。画素３３は、この状態で、トランジスタＴＲ２が飽和領域で動作するように設定されて
いる。
【００４５】
　これにより画素３３は、信号レベル保持用コンデンサＣ１の両端電位差によるゲートソ
ース間電圧Ｖｇｓに応じた定電流回路をトランジスタＴＲ２、信号レベル保持用コンデン
サＣ１で構成し、ゲートソース間電圧Ｖｇｓで決まるドレインソース電流Ｉｄｓで有機Ｅ
Ｌ素子８を発光させる。これによりこのディスプレイ装置３１は、有機ＥＬ素子８の経時
変化による輝度低下を防止する。なおここでこのドレインソース電流Ｉｄｓは、（１）式
で表される。
【００４６】
　画素３３は、発光期間Ｔ１１が終了すると、続く一定期間Ｔ１２において、駆動パルス
信号ＤＳの信号レベルが立ち下げられ、これにより図４に示すように、トランジスタＴＲ
３がオフ状態に設定される。これによりこの期間Ｔ１２では、トランジスタＴＲ２への電
源Ｖｃｃの供給が停止されて有機ＥＬ素子８が発光を停止する。また有機ＥＬ素子８の寄
生容量Ｃｅｌに保持された電荷が放電してトランジスタＴＲ２のソース電圧Ｖｓが徐々に
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立ち下がり、トランジスタＴＲ２のソース電圧Ｖｓは、有機ＥＬ素子８のカソード電位Ｖ
ｃａｔに有機ＥＬ素子８のしきい値電圧Ｖｔｈｅｌを加算した電圧Ｖｃａｔ＋Ｖｔｈｅｌ
に設定される。
【００４７】
　画素３３は、続いて期間Ｔ１３の間、制御信号ＡＺ１が立ち上げられ、図５に示すよう
にトランジスタＴＲ４がオン状態に設定される。これにより画素３３は、信号レベル保持
用コンデンサＣ１のトランジスタＴＲ４側端の電圧が、固定電位Ｖｄｄに立ち上げられる
。ここで固定電位Ｖｄｄは、電源電圧Ｖｃｃであることから、トランジスタＴＲ２のソー
ス電圧Ｖｓは、この固定電位Ｖｄｄの立ち上げに連動して、一時的に、上昇するものの、
その後、徐々に立ち下がって電圧Ｖｃａｔ＋Ｖｔｈｅｌに戻る。
【００４８】
　画素３３は、続く期間Ｔ１４において、制御信号ＡＺ１の信号レベルが立ち下げられて
トランジスタＴＲ４がオフ状態に設定された後、信号線ＳＩＧの信号レベルが固定電位Ｖ
ｏｆｓに設定される期間で、書き込み信号ＷＳが立ち上げられ、図６に示すように、トラ
ンジスタＴＲ１がオン状態に設定される。これにより画素３３は、トランジスタＴＲ２の
ゲート電圧Ｖｇが、信号線ＳＩＧの信号レベルＶｏｆｓに立ち下がる。またこのゲート電
圧Ｖｇの変化が信号レベルを立ち下げる方向の変化であることから、トランジスタＴＲ２
のソース電圧Ｖｓは、信号レベル保持用コンデンサＣ１の容量、有機ＥＬ素子８の寄生容
量Ｃｅｌ、のゲートソース間容量Ｃ２のカップリングにより、有機ＥＬ素子８を逆バイア
スする方向に電位が変化することになる。より具体的に、トランジスタＴＲ２のソース電
圧Ｖｓは、次式により示すように、信号レベル保持用コンデンサＣ１の容量、有機ＥＬ素
子８の寄生容量Ｃｅｌ、トランジスタＴＲ２のゲートソース間容量Ｃ２によってゲート電
圧Ｖｇの変化を容量分割した分だけ立ち下がることになる。なおここでΔＶｓは、ゲート
電圧Ｖｇの変化によるソース電圧Ｖｓの電圧変化を示し、Ｖｇｓは、この電圧変化による
トランジスタＴＲ２のゲートソース間電圧である。
【００４９】
【数４】

【００５０】

【数５】

【００５１】
　続いて画素３３は、期間Ｔ１５において、発光期間Ｔ１１を開始する時点から所定数の
水平走査期間だけ逆上った時点の、信号線ＳＩＧの信号レベルが固定電位Ｖｏｆｓに設定
されている期間が開始するタイミングで、駆動パルス信号ＤＳが立ち上げられ、図７に示
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すようにトランジスタＴＲ３がオン状態に設定される。これにより画素３３は、矢印によ
り示すように電流が流れて、信号レベル保持用コンデンサＣ１の両端電位差がトランジス
タＴＲ２のしきい値電圧Ｖｔｈとなる方向に、トランジスタＴＲ２のソース電圧Ｖｓが徐
々に上昇する。
【００５２】
　なおこの図７に示す状態において、画素３３は、Ｖｅｌ≦Ｖｃａｔ＋Ｖｔｈｅｌに保持
され、この電位ＶｅｌはトランジスタＴＲ２のドレインソース電流Ｉｄｓに比して非常に
小さな電流を流す電圧に設定される。従ってトランジスタＴＲ２のドレインソース電流Ｉ
ｄｓは、信号レベル保持用コンデンサＣ１と、有機ＥＬ素子８の容量を充電するために使
用され、有機ＥＬ素子８は発光を停止した状態に保持される。
【００５３】
　画素３３は、続いて信号線ＳＩＧの信号レベルが階調に対応する信号レベルＶｓｉｇに
立ち上がるタイミングで、駆動パルス信号ＤＳの信号レベルが立ち下げられ、これにより
図８に示すように、トランジスタＴＲ３がオフ状態に設定され、トランジスタＴＲ２のゲ
ート電圧Ｖｇが、電圧Ｖｏｆｓから所定ライン数だけ前の画素の階調に対応する信号レベ
ルＶｓｉｇに立ち上がる。なおこの場合も、画素３３は、Ｖｅｌ≦Ｖｃａｔ＋Ｖｔｈｅｌ
に保持され、有機ＥＬ素子８は発光を停止した状態に保持される。また、トランジスタＴ
Ｒ２のソース電圧Ｖｓの変化は、次式により表されることになる。
【００５４】
【数６】

【００５５】
　また、一定時間経過後、再び信号線ＳＩＧの信号レベルが固定電位Ｖｏｆｓに設定され
、トランジスタＴＲ２のゲートに入力される。この場合、トランジスタＴＲ２のソース電
圧Ｖｓの変化は次式により表されることになる。
【００５６】
【数７】

【００５７】
　画素３３は、駆動パルス信号ＤＳの信号レベルを立ち上げた図７に示す状態と、駆動パ
ルス信号ＤＳの信号レベルを立ち下げた図８に示す状態とが所定回数だけ繰り返され、徐
々にトランジスタＴＲ２のソース電圧Ｖｓを立ち上げて、信号レベル保持用コンデンサＣ
１の両端電位差をトランジスタＴＲ２のしきい値電圧Ｖｔｈに設定する。なおこれにより
有機ＥＬ素子８のアノード電位Ｖｅｌは、Ｖｅｌ＝Ｖｏｆｓ－Ｖｔｈ≦Ｖｃａｔ＋Ｖｔｈ
ｅｌに設定される。
【００５８】
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　これにより図２に示す例では、期間ＴＡ、ＴＢ、ＴＣで、信号レベル保持用コンデンサ
Ｃ１の両端電位差をトランジスタＴＲ２のしきい値電圧Ｖｔｈに設定する。なお図９は、
信号線ＳＩＧの信号レベル及び駆動パルス信号ＤＳを長時間、固定電位Ｖｏｆｓに保持し
た場合の、トランジスタＴＲ２のソース電圧の変化を示す特性曲線図であり、最終的にト
ランジスタＴＲ２のゲートソース間電圧Ｖｇｓは、電位Ｖｔｈとなる。なおこれによりデ
ィスプレイ装置３１は、信号レベル保持用コンデンサＣ１の両端電位差をトランジスタＴ
Ｒ２のしきい値電圧Ｖｔｈに設定するのに十分な回数だけ、図７及び図８に示す状態を繰
り返すように設定される。
【００５９】
  このようにして画素３３は、トランジスタＴＲ２のしきい値電圧Ｖｔｈを信号レベル保
持用コンデンサＣ１にセットすると、続く期間Ｔ１６において、信号線ＳＩＧの信号レベ
ルが対応する画素の信号レベルＶｓｉｇに設定されている期間で、図１０に示すように、
駆動パルス信号ＤＳの信号レベルが立ち上げられてトランジスタＴＲ３がオン状態に設定
される。またその後、書き込み信号ＷＳの信号レベルが立ち下げられてトランジスタＴＲ
１がオフ状態に設定され、これにより直前の、トランジスタＴＲ１がオン状態に設定され
ている時点の、信号線ＳＩＧの信号レベルＶｓｉｇが信号レベル保持用コンデンサＣ１に
サンプルホールドされて、図３について上述した接続に戻る。
【００６０】
　ここで信号を入力したときは、トランジスタＴＲ２のゲートソース間電圧Ｖｇｓは、正
確には、（２）式で表されるものの、有機ＥＬ素子８の寄生容量Ｃｅｌが、信号レベル保
持用コンデンサＣ１の容量、トランジスタＴＲ２のゲートソース間容量Ｃ２に比して大き
いことにより、実用上十分な精度で、電圧Ｖｓｉｇ＋Ｖｔｈに設定される。
【００６１】
　次に画素３３は、この期間Ｔ１６の間、トランジスタＴＲ１をオン状態に設定したまま
の状態で、トランジスタＴＲ３がオン状態に設定され、図１１に示すように、トランジス
タＴＲ２の移動度に応じてトランジスタＴＲ２のソース電圧Ｖｓが変化してトランジスタ
ＴＲ２の移動度のばらつきによる発光輝度のばらつきを防止する。なおこの図１１におい
て、符号Ｖｓ１及びＶｓ２によりそれぞれ移動度が大きい場合と小さい場合とを示すよう
に、移動度が大きい場合程、ソース電圧Ｖｓの上昇速度は速くなる。
【００６２】
　（２）実施例の動作
　以上の構成において、このディスプレイ装置３１では（図２）、垂直駆動回路３４によ
る走査線の駆動により順次ライン単位で画素部３２の画素３３に信号線ＳＩＧの信号レベ
ルが設定されると共に、この設定された信号レベルにより各画素３３が発光し、所望の画
像が画素部３２で表示される。
【００６３】
　すなわちディスプレイ装置３１では、トランジスタＴＲ１がオン状態に設定され、これ
により信号線ＳＩＧの信号レベルが信号レベル保持用コンデンサＣ１にセットされる。ま
たトランジスタＴＲ１、ＴＲ４をオフ状態に設定すると共に、トランジスタＴＲ３をオン
状態に設定し、この信号レベル保持用コンデンサＣ１にセットされた電圧によりトランジ
スタＴＲ２で有機ＥＬ素子８を発光させる（図２、期間Ｔ１１）。
【００６４】
　このディスプレイ装置３１では、この有機ＥＬ素子８を駆動するトランジスタＴＲ２の
ゲート及びソースに、信号レベル保持用コンデンサＣ１の両端が接続されて、このトラン
ジスタＴＲ２のソースが有機ＥＬ素子８のアノードに接続されて画素３３が形成される。
これによりこのディスプレイ装置３１では、信号レベル保持用コンデンサＣ１に信号線Ｓ
ＩＧの信号レベルがセットされた後、この信号レベル保持用コンデンサＣ１の両端電位差
によるゲートソース間電圧Ｖｇｓにより有機ＥＬ素子８を駆動し、このディスプレイ装置
３１を構成する全てのトランジスタをＮチャンネル型で構成した場合であっても、有機Ｅ
Ｌ素子８の経時変化による発光輝度の低下が防止される。
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【００６５】
　これに対して有機ＥＬ素子８の発光を停止させて信号線ＳＩＧの信号レベルを信号レベ
ル保持用コンデンサＣ１にセットする際に、トランジスタＴＲ１、ＴＲ３、ＴＲ４のオン
オフ制御により、有機ＥＬ素子８を駆動するトランジスタＴＲ２のソース電圧Ｖｓ及びゲ
ート電圧Ｖｇを一旦所定電位にセットした後、徐々にソース電圧Ｖｓを立ち上げて、信号
レベル保持用コンデンサＣ１の両端電位差をトランジスタＴＲ２のしきい値電圧Ｖｔｈに
セットする（期間ＴＡ、ＴＢ、ＴＣ）。またその後、信号レベル保持用コンデンサＣ１に
信号線ＳＩＧの信号レベルＶｓｉｇをセットし、これによりトランジスタＴＲ２の特性の
１つであるしきい値電圧Ｖｔｈのばらつきにより発光輝度のばらつきが防止される。
【００６６】
　しかしながらこのように信号レベル保持用コンデンサＣ１にトランジスタＴＲ２のしき
い値電圧Ｖｔｈをセットする場合、トランジスタＴＲ２のゲート及びソースをそれぞれ所
定のタイミングで所定電位に設定することが必要なことにより、電源電圧Ｖｃｃも含めて
、固定電位の配線パターン数が３本必要になる。なお有機ＥＬ素子８のカソード電圧Ｖｃ
ａｔの配線パターンは除く（図１８）。また走査線の数も多くなる。
【００６７】
　そこでこのディスプレイ装置３１では、電源ＶｃｃからトランジスタＴＲ２を切り離し
てトランジスタＴＲ２のソース側電圧を所定電位（Ｖｃａｔ＋Ｖｔｈｅｌ）に保持するよ
うにして、制御信号ＡＺ１によりトランジスタＴＲ４をオン状態に設定してトランジスタ
ＴＲ２のゲート電圧Ｖｇが固定電圧Ｖｄｄに立ち上げられる。
【００６８】
　また固定電位Ｖｏｆｓを間に挟んで、信号線ＳＩＧの信号レベルを順次各画素の階調を
示す信号レベルに設定して、トランジスタＴＲ４をオフ状態に設定した後、信号線ＳＩＧ
の信号レベルがこの固定電位Ｖｏｆｓに設定される期間で、書き込み信号ＷＳによりトラ
ンジスタＴＲ１がオン状態に設定され、トランジスタＴＲ２のゲート電圧Ｖｇが固定電位
Ｖｏｆｓに設定される。このとき信号レベル保持用コンデンサＣ１、トランジスタＴＲ２
のゲートソース間容量Ｃ２、有機ＥＬ素子８の寄生容量Ｃｅｌによるカップリングにより
、トランジスタＴＲ２のソース電圧Ｖｓが低下して所定電位に設定される。
【００６９】
　これによりこのディスプレイ装置３１では、トランジスタＴＲ３のソース側固定電位を
信号線ＳＩＧ側から設定するようにして、このソース側固定電位（図１８においてはＶｓ
ｓ）に係る配線パターンを省略することができ、従来に比して固定電位の配線パターン数
を低減することができる。またこのソース側固定電位に係るトランジスタＴＲ５、このト
ランジスタＴＲ５をオンオフ制御する制御信号ＡＺ２を省略することができ（図１８）、
これにより走査線の数を低減し、さらには各画素３３の構成を簡略化することができる。
これによりこのディスプレイ装置３１では、高密度、かつ効率良く画素３３を配置して、
高い歩留りで高精彩のディスプレイ装置を提供することができる。
【００７０】
　またディスプレイ装置３１では、制御信号ＡＺ１によりトランジスタＴＲ２のゲートに
設定される固定電位Ｖｄｄが、電源Ｖｃｃであることから、これによってもこの固定電圧
Ｖｄｄの配線パターンを省略することができ、これによっても画素３３の構成を簡略化し
、さらには高密度、かつ効率良く画素３３を配置して、高い歩留りで高精彩のディスプレ
イ装置を提供することができる。
【００７１】
　また発光期間Ｔ１１を開始するときに、駆動パルス信号ＤＳを立ち上げた後、書き込み
信号ＷＳを立ち下げることにより、トランジスタＴＲ２の特性の１つである移動度のばら
つきによる発光輝度のばらつきを防止することができる。
【００７２】
  （３）実施例の効果
　以上の構成によれば、発光素子を駆動するトランジスタのゲート電圧及びソース電位を
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それぞれ所定の固定電位に設定して、このトランジスタのしきい値電圧のばらつきにより
発光輝度のばらつきを補正するようにして、このソース側の固定電位を信号線ＳＩＧ側か
ら設定することにより、従来に比して走査線、固定電位の配線パターン数を少なくするこ
とができる。
【００７３】
　また駆動パルス信号ＤＳによりトランジスタＴＲ３をオン状態に設定した後、一定期間
経過して、書き込み信号ＷＳによりトランジスタＴＲ１をオフ状態に設定することにより
、トランジスタＴＲ２の移動度のばらつきによる発光輝度のばらつきを防止することがで
きる。
【００７４】
　また画素回路、駆動回路のトランジスタの全てをＮチャンネル型のトランジスタで形成
し、アモルファスシリコンプロセスにより絶縁基板上に形成することにより、簡易な工程
でディスプレイ装置を製造することができる。
【実施例２】
【００７５】
　図１２は、図１との対比により本発明の実施例２のディスプレイ装置を示すブロック図
である。このディスプレイ装置４１は、制御信号ＡＺ１に関する構成が異なる点を除いて
、実施例１のディスプレイ装置３１と同一に構成される。
【００７６】
　このディスプレイ装置４１において、垂直駆動回路４４は、制御信号生成回路が省略さ
れ、ライトスキャン回路４４Ａで制御信号ＡＺ１を生成する。ここで図１３に示すように
、ライトスキャン回路４４Ａは、画素部３２の走査線への配線により、複数ラインだけ先
行する画素３３に出力する書き込み信号ＷＳ２を、制御信号ＡＺ１として出力する。従っ
てライトスキャン回路４４Ａから、１ライン分の書き込み信号ＷＳは、対応する画素３３
に書き込み信号として出力されると共に、この画素３３より複数ラインだけ後行する画素
３３に制御信号ＡＺ１として出力される。
【００７７】
　これによりこのディスプレイ装置４１では、垂直駆動回路４４の構成を簡略化して、い
わゆる狭額縁化できるように構成される。
【００７８】
　図１２の構成によれば、複数ラインだけ先行する画素３３に出力する書き込み信号ＷＳ
２を、制御信号ＡＺ１として使用することにより、垂直駆動回路の構成を簡略化すること
ができる。
【実施例３】
【００７９】
　なお上述の実施例においては、有機ＥＬ素子による発光素子を電流駆動する場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、電流駆動に係る種々の発光素子によるディスプレイ
装置に広く適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明は、ディスプレイ装置に関し、例えば有機ＥＬ表示装置等の電流駆動による自発
光型素子のディスプレイ装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の実施例１のディスプレイ装置を示すブロック図である。
【図２】図１のディスプレイ装置のタイミングチャートである。
【図３】図２の期間Ｔ１１における画素の設定を示す接続図である。
【図４】図２の期間Ｔ１２における画素の設定を示す接続図である。
【図５】図２の期間Ｔ１３における画素の設定を示す接続図である。
【図６】図２の期間Ｔ１４における画素の設定を示す接続図である。
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【図７】図６の続きの設定を示す接続図である。
【図８】図７の続きの設定を示す接続図である。
【図９】しきい値電圧の補正の説明に供する特性曲線図である。
【図１０】図２の期間Ｔ１５における画素の設定を示す接続図である。
【図１１】移動度の補正の説明に供する特性曲線図である。
【図１２】本発明の実施例２のディスプレイ装置を示すブロック図である。
【図１３】図１２のディスプレイ装置のタイミングチャートである。
【図１４】従来のディスプレイ装置を示すブロック図である。
【図１５】図１４のディスプレイ装置を詳細に示すブロック図である。
【図１６】有機ＥＬ素子の経時変化を示す特性曲線図である。
【図１７】図１４の構成にＮチャンネルトランジスタを使用した場合を示すブロック図で
ある。
【図１８】Ｎチャンネルトランジスタを用いた従来のディスプレイ装置を示す接続図であ
る。
【図１９】図１８のディスプレイ装置のタイミングチャートである。
【図２０】図１９の期間Ｔ１における画素の設定を示す接続図である。
【図２１】図１９の期間Ｔ２における画素の設定を示す接続図である。
【図２２】図１９の期間Ｔ３における画素の設定を示す接続図である。
【図２３】図２２の続きを示す接続図である。
【図２４】しきい値電圧の補正の説明に供する特性曲線図である。
【図２５】図１９の期間Ｔ４における画素の設定を示す接続図である。
【図２６】図１９の期間Ｔ５における画素の設定を示す接続図である。
【図２７】移動度の補正の説明に供する特性曲線図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１、１１、２１、３１、４１……ディスプレイ装置、２、１２、２２、３２……画素部
、３、１３、２３、３３……画素、４、２４、３４、４４……垂直駆動回路、５、３５、
……水平駆動回路、８……有機ＥＬ素子、Ｃ１……信号レベル保持用コンデンサ、ＴＲ１
～ＴＲ５……トランジスタ
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